
线。例如温度为 132.5K， FWHM 带宽为 2313 中心波长为 8490λp 每幅 1000 测一组数据。
这样就得到 GaAs 激光输出的中心波长随温度变化曲线p 根据中心波长可计算该掺杂 GaAs 的

能带间隔 Eg(T) 。由 Eg(T) 与 T 的曲线3 可求得在 OK 时的 Eg(O) 。由此得下列经验公式:

Eg(T) =E， (O) 一αT2j (T+β)

T一一绝对温度值j Eg(T)一一以电子伏特表示;实验求得我们这块掺杂 GaAs 的 α 值为 5.12

x 10→电子伏jTKj β = 140K。这块晶体的 Eg(O)约比纯 GaAs 低 0.03 电子伏。

在垂直同步锁模泵浦的情况下， GaAs 在液氮温度时输出功率较大，可将其后反射镜膜击

穿。温度升高到 000 时3 输出功率衰减为液氮时的 10-7。

(G-aAI) AsjGaAs 质子轰击隔离条形

DH 激光器退化原因

庄婉如 杨培生 高季林 马英禄
(中国科学院半导体所)

Causes for degradation of proton bombarded 

isolated strip GaAIAs/GaAs DH Iasers 

ZhuαngWαnru， Yαng Peisheng, Gαo Jilin, Mα Yingli 

(Institute of Semiconductors, Academia Siniω) 

(GaAl) AsjGaAs 质子轰击隔离条形双异质结构 (DH) 激光器是在 (100) GaAs 衬底上连

续生长五层结构:饨，-GaAsj N - Alo. 35GaO. 65As j p-GaAs (有源层)j P-Alo.35Gao.GõAs 和T

GaAso 'P 面浅扩 Zn 后利用质子浅轰击造成高阻隔离区2 制成 12 微米宽的条形 DH 激光器。

激光器管芯端面没有镀膜保护，但安装在充氮密封的可卸管壳内。

老化考验采用恒定功率(1 毫瓦、 2 毫瓦和 5 毫瓦)，考验环境温度分别为室温、 5000、 700。

及 8000。考验结果表明，退化行为可分为快、慢两类。 快退化激光器在工作期间阔电流不断

显著上升3 外微分量子效率迅速下降2 激射时间都小于 200 小时。由电子束感生电流象可知，

这是由于有源区内存在暗点、暗线或暗区之类的缺陷，在器件工作过程中这类缺陷不断扩大、

增殖2 器件很快就无法维持激射。暗点、暗线等是外延层内的位错网络缺陷。 它来源于衬底原

始位错、外延中 O2 的沾污及器件内部存在的应力。

一般能通过 200 小时考验的激光器，都能连续激射超过几千小时。 我们称它们为慢退化

激光器。 某些千小时级寿命激光器是由于管壳密封不善P 空气中的 O2 及水气浸蚀解理面p 使

谐振腔的反射系数逐渐降低p 引起阔电流 J协缓慢上升。这种器件往往伴随有电极焊料 I饨的

氧化而引起串联电阻 Rs 的增加。

用瞬态电容谱技术在激光器工作一段时间后，测量到由于质子浅轰击所造成的电子陷阱

(能级位置在导带下 0.89 电子伏)浓度逐渐增加。在激光器工作条件下3 这种缺陷是可以移动
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的。 未老化的器件3 深能级谱上没有 LE4 的信号2 而在 8000 经几百小时老化(相当于室温下

几万小时)后2 在 p→z 结 N 侧(即 N一 (AIGa)As层〉可探测到 0.89 电子伏的陷阱浓度达 1015

厘米-3 量级。 这说明此类缺陷己由在有源区之外的 P 型层的质于破坏区边界经过有源层达

到了 N-(AIGs)As 层。

GaAIAsjGaAs DH 激光器的发光位置研究

单振国
(中国科学院上海尤机所)

Study on the Iuminescence position 

。f GaAIAs/GaAs DH Iasers 

Shα何 Zhengguo

(Sbangbai Institute of Optics and Fine Mecbanics, Academia Sinica) 

Ga.AIAs/GaAs DH 激光器是一个微型的多层结构的发光器件。 正常结构的发光区是在

一个条形的发光区内。 但是，由于工艺的改变、操作的失误等3 许多器件的发光区不在理想部

位? 直接观察发光区的确切位置及其图样p 对于了解器件性能，特别是对工艺的研究有着重要

的意义。 本文介绍发光区位置的确定3 描述各种发光现象及其同工艺之间的可能联系。

实验结果表明: (1) 全线发光有的主要与条形形成工艺有关(平面条形);有的则由外延工

艺决定 (沟槽衬底) 0 (2)带状发光，一类与外延有关p 如 Llx 偏小，作用区太薄等;另一类与条

形形成工艺有关3 如 Zn 的深度扩散等。 (3)衬底发光主要与外延工艺有关。如沟槽衬底条形

激光器的 N-GaAIAs 层太薄或不完整等。 (4) 丝状发光与外延工艺、条区形成工艺等都有关

系。 例如3 沟槽衬底条形激光器的 N-GaAIAs 层太厚p 使激光模在沟中和沟外的损耗差大大

变小3 沟槽不起选模作用3 而条区形成工艺所引起的电流扩展则为多丝发光提供有利条件。 (5)

肩膀发光是由外延工艺引起的。询中的 N-GaAlAs 层厚度不均句，中心薄3 肩处厚3 使肩具备

选模能力。 (6)上限制发光主要同上限制形成工艺有关。 Zn 的深度扩散会使反向结失效和在

N-GaAIAs 层发光。 (7)材料友光估计与材料质量有关，但造成这种发光现象的真正原因仍然

不祥。
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